EGZAMIN III TD (w rozwiazaniach podaj ostateczny wzor i obliczona wartos¢)

Odp. W ukladzie jak na rysunku wykonano pomiary dla
czestotliwosei sygnatu takiej, ze kondensatory
mozna uznaé¢ za zwarcia. Zanotowano wskazania
przyrzadéw: Ia= 1mArms oraz Uy=20mVrms.

Jaki parametr matosygnatlowy mozna wyznaczy¢
na podstawie tych pomiarow. Oblicz jego warto$¢.

[1p]

Wyznacz maksymalng warto$¢ napigcia wej-
Odp. Przy rozwartym wyjéciu  $ciowego jesli moc admisyjna diody wynosi
P, Pzmax = 1W a rezystancja obciazajaca moze
ZU— =0.1A si¢ zmienia¢ w granicach 100QQ <Rgp < 0. W
z obliczeniach przyjmij nastgpujace parametry
Uwemax= Uz Rlgma = 40V diody Zenera: Uz =10 V, r;= 0 Q. (Moc ad-
misyjna to maksymalna moc, ktéra moze wy-

dzieli¢ si¢ w przyrzadzie.) [2p]

R max Z max

Oblicz warto$ci napigcia Uce odpowiadajace wartosciom napigcia uwg. [3p]

uwg [V] 0 2 3
Uce
(wzor) Ucs=Ucc-Ug Uce=Ucc-ReP(uwe- Ucknas
(zatkany) 0.7V-Ug)/Rp-Ug (nasycony)
(aktywny)
Uce [V] [ 4 1 0.2
(wartos¢)

Uzupehij zdanie:
Tranzystor T; pracuje w uktadzie [0.5p].....wzmacniacza WB (OB)....

Oblicz uyy(t) jesli uye(t) = 15sin(wt) mV. Obliczenia przeprowadz dla
$rednich czgstotliwosci (przyjmij n =1, Ur = 25mV) [2p]

Uyy(t) = gmRcuye(t) = 40[(-E-0.7)/R]Rcuyy(t) = 1.5sin(wt) V

Oblicz rezystancje wejsciowa wzmacniacza [1p]

Rye= 1/gy=25Q

Zmierzono wartos¢ pradu drenu 1p=9/4mA. Oblicz transkon-
duktancj¢ Qm tranzystora w punkcie pracy [2p] a nastgpnie
wzmocnienie na $rodku pasma Ky, [1p] oraz gorna czestotliwosé
graniczng fy [1p]. W obliczeniach przyjmij rgs= o, Cy= Cyq =
200 pF, oraz ze rezystancja wewngtrzna zrddla napiecia zmien-
nego Eq jest rowna Ry = 600 €. W obliczeniach przyjmij napig-
cie odcigcia tranzystora Up= - 4V,

Ugs = -IpR; = -2V Kuo= -gmRol|Ro= -9
loss = Ip/(1-Ugs/Up)> = 9mA Cue= Cost(1-ky0)Cge=2.2nF

Om = -2lpss(1 -Ugs/Up)/Up =2.25mS ngl/(zT[CWGRg):124kHZ




Oblicz (w przyblizeniu) wzmocnienie Ky

Odp. [1p] oraz rezystancje wejSciowa rye [2p]
Wtornik emiterowy: stopnia wzmacniajacego jesli do zaciskow
Kyo =1 wyjsciowych dolaczono obcigzenie Ry=1kQ.

Obliczenia przeprowadz dla srednich czgsto-
Om =401 = 60mS tliwosci. Przyjmij warto$¢ h,1=120.

h] 1:h21/gm: 2k

Nwe = h11+R()(1+h21) = 123kQ

10 100 kHz f

Oblicz w przyblizeniu napigcie Upy(t) jesli Uye(t) = 20sin(2xft) mV
przy czym czestotliwos$¢ sygnatu wynosi f =10kHz. W oblicze-
niach uwzglednij zalezno§¢ wartosci wspdtczynnika CMMR™ od
czgstotliwosci. [4p]

Odp.
le=2mA, k. =%ngC =4OITERC =40,

.
kJS — kJr/IOCMRR /20 :4
Ur = Uwe, Us = Uwe/2,

Uyy (1) = KU, (1) + Ko (1) = (K + Ky /2)Uye (1) = 0.84sin(wt) V,

ur=r us™'s
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Oblicz [1p] i narysuj logarytmiczna charakterystyke amplitudowa
[1p] i fazowa wzmacniacza [1p]. Na wykresie zaznacz istotne
wielkosci: wzmocnienie i faze dla ® — 01 ® — 0, czestotliwosé
graniczng fy, nachylenie charakterystyki amplitudowej. Przyjmij,
Ze wzmacniacz operacyjny jest idealny.
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Oblicz goérna czgstotliwosci graniczna jesli zastosowany WO ma
pole wzmocnienia GB = 1MHz [2p]

B=1/Ky, GB/y=1/Byes. = ku(f—0) = 8RCf,,

f,= [GB/(8RCx)]"* = 141kHz




Oblicz wartosci Uy, 1 U,y napigeia  wyjSciowego
odpowiadajace dwom stanom przerzutnika (rysunek). W
obliczeniach przyjmij, ze dla obu tranzystorow wspotczynnik

B>> 1. [2p]

A
V | Uwy

Uwyl

Uwy2

UWE

Uyy1 2 E- 0.7V-5.6V = 5.7V 0 v

Uy = (E- 0.2V)R /(R +R,) = 2.36V

+15% o

— Odp.

(a)
T3 T4 tworza lustro pradowe
Lyge = 144c=(5V-0.7V)/R; = ImA

(b)

Ky =9nRc /2=401,Rc/4=10
(a) Oblicz wartos¢ sktadowej statej pradu I; (podaj wzor i Uy, = kiU, =1V

warto$¢) [2p]

(b) Oblicz amplitud¢ U,y napigcia na wyjsciu modulatora

jesli amplituda napigcia modulowanego (no$nej) na wej- (c¢)

Sciu uktadu U,= 0.1V, a amplituda sygnatu modulujacego
Um: 0. [Osp] " P Ve jacee 1331c:I4ac; Um/R4 =0.5mA

(c) Oblicz glgbokos¢ modulacji m jesli Un=2.15V. [Wska- (WO - wtornik napieciowy Ky = 1),
zowka: glebokos¢ modulacji jest rowna stosunkowi ampli-
tudy sktadowej zmiennej do sktadowej statej pradu I3, m =
Lae/I3ac]- [2p]-

E=-5V=

mz= I3ac/13dcg 0,5

Zmierzono charakterystyki czestotliwosciowe dB |ku|

wzmacniacza. 0
a) Ktéra z podanych nizej transmitancji cztonu / \
sprzgzenia zwrotnego S zapewni, ze uktad sta- .20
nie si¢ generatrem po zamknigciu petli s.z.? [1p] / \ f
| =0 | p=-1 | p=1 | p=-120 | p=1/20 | -40', S
b) Ktory z ponizszych warunkow bedzie spel- 0,1 1 10 100 10’ Hz
nia¢ czgstotliwos¢ f, powstalego generatora
[0.5p] radp ¢ = arg(k,)
|[f,>>10Hz | f,=10°Hz | f,=210°Hz | 3pp4—ou
c) Jaki w przyblizeniu bedzie ksztalt generowa- \ f
nego sygnatu [0.5p] -
wyktadniczy logarytmiczny 1 10 ION)3 10 Hz
sinusoidalny prostokatny /2

(zaznacz odpowiednia odpowiedz)




12. Oblicz przyblizona warto$¢ czestotliwosci rezonansowe;j
fo oraz 3dB szeroko$¢ pasma B wzmacniacza selektyw-
nego. W obliczeniach przyjmij, ze cewka jest idealna
(Q= =), a konduktancja wyjsciowa tranzystora gc.=0.

E =10V [2p]
Tag= Re= i I
0,21'21 A 4O ——_C| 2nF Odp.
Cs J 1
| Cs=1 pE fo = = 712kHz
°_|'_ b e~ *TaxdLC
151_9 Re= Ce= 55_ H
43k |71 . Q = 2nfyCRc = 35.8,
B= 2Af3dB = f()/Q =~ 20 kHz.
13. Uzupehij zdania:
15V -Uktad na rysunku to [0.5p]...... przerzutnik monostabilny
20k
R1 1k m H21k
Wy B2
C=l.2n -W stanie spoczynku (brak impulsow wyzwalajacych) napigcie
- wyjsciowe ma warto$¢ [0.5p]...........coenennen. Uwy=0.2V
WE wyzw
| ' -Warunki bistabilnosci uktadu sg spelnione jesli warto§¢ wspot-
czynnika B tranzystorow jest [1p]................ >31
14.

W uktadzie petli PLL zastosowano detektor fazy o Transmitancja filtru petlowego
charakterystyce Uy = 3sin(¢) V, filtr petlowy pro- _ U 1+ jaR,C
porcjonalno catkujacy z elementami R, = 9kQ, R, = H(jo)=—%=—— .
1kQ, C = 2nF oraz generator VCO o czgstotliwosci Ug 1+ JoR +R,)C
wilasnej fo= 10,7 MHz i wspotczynniku przestrajania H(O) =1

Ky=100kHz/V. Oblicz zakres trzymania Af_ syn-
chronizacji je§li wiadomo, Zze wejscie generatora
VCO nie obciaza filtru (rysunek). [1p]

zakres trzymania synchronizacji:

AfL = Ugnax H(0)Ky = 300kHz,

fazy !




